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[はじめに] 本報告では、n 型 Si 基板上にスパ

ッタ堆積した Si 酸化膜の抵抗変化現象のメカ

ニズムに関する検討結果を報告する。 

[デバイス構造と評価方法] ここでは、Si 基板

上に約 60nm の Si 酸化膜をスパッタ堆積し、

800C で窒素熱処理したのちに上部電極(Au 又

は Pt)を堆積して抵抗変化を調べた。図 2(a)が

考察対象であり、図 2(b)は比較デバイスである。 
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図 1.デバイス構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[結果と考察] 上部電極に負電圧を印加した場

合にのみ安定な抵抗変化（bipolar switching）を

示した(図 2)。また、比較のために製作した p

型 Si基板上の Si酸化膜は上部電極の極性に拘

わらず HBD のみ示し、安定な抵抗変化を示さ

なかった。又比較考察用の図 2(b)のデバイスも

HBDを示した。膜質の差の影響を調べるため、

図 2 の二つのデバイスの酸化膜の XPS 分析を

行った結果を図 3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.シリコン酸化膜の化学結合状態 

 

 XPS 解析結果と電気的特性の特徴は、Si 酸

化膜が安定な抵抗変化を示すには、内部にある

程度の金属 Si 原子が必要であり、又、Si 基板

から多すぎない適度の正孔注入が同時に必要

であることを強く示唆しており[1]、SiOx が重

要な役割を果たすとする従来の考え方[2]とは

明らかに異なる結果を得た。 
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Voltage Applied to Top Electrode, VTE [V] 
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図 2. Au/SiOx/n-Si デバイスの I-V 特性 
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